
昇華原料対応ALDシステム 

TFALD-201 

本装置ƸŴ東҅大学ƴおける先端融合領域イノșȸション創出拠点形成プロǰラ

ムƷ研究成果をもとƴ製品҄いたしましたŵ 

2インチ࢙࢘ࣁ対応ALDࢸࢫࢩムࡢ外形 

;ŵŵͿ 

装置ࡢ標準仕様 

反応室 

DeposiioŶ Chaŵďer 
࢛࣮࣒࢛࣮࢘࢘ࣝ式 最大300℃ 

直管形反応室࡟対応可能 

基板サࢬ࢖ 

Suďstrate Size 
直管型反応室ࡣ最大Ϯ࢖ンチ 

成膜方式 

DeposiioŶ Modes 
Floǁ࣮ࣔࠊࢻEǆposure࣮ࣔࢻ 

;定常ࢪ࣮ࣃ併用可Ϳ 

基板温度 

Suďstrate Teŵpera-
ture 

࢛࣮࣒࢛࣮࢘࢘ࣝ式反応室 

成膜時最大ϯϬϬ℃ 

 製直管形反応室ࢫࣛ࢞

原料 

PreĐursor 
標準ϭ～ϲ種類 最大ϮϬ種類 

室温～ϮϬϬ℃ࡢ範囲࡛個別温度制御が可能 

反応࢞ࢫ 

ReaĐiǀe 
標準ϭ～ϯ種類 最大ϱ種類 

室温～ϮϬϬ℃ࡢ範囲࡛個別温度制御が可能 

 ࣈࣝࣂ

Valǀes 
成膜時最大ϮϬϬ℃࡛ࡲ加熱可能 

 ࢫ࢞࢔ࣜࣕ࢟

Carrier Gas 
NϮ ࡣࡓࡲAr ;PCV制御Ϳ 

 ࢫ࢞ࢪ࣮ࣃ

Purge Gas 

 方式ࢪ࣮ࣃࣝ࢔ࣗࢹ

定常ࢪ࣮ࣃ NϮ ;MFC制御Ϳ  
瞬間ࢪ࣮ࣃ NϮ ;PCV制御Ϳ 

排気࣏ンࣉ 

VaĐuuŵ Puŵp 
ロ࣮タ࣮࣏ࣜンࡶࣉしく࣏࢖ࣛࢻࡣンࣉ 

 ンࣙࢩࣉ࢜

OpioŶs 
TMP࣓࢝ࠊニ࢝ࣝࢫ࣮ࣈタ࣮࣏ンࣛࣉࠊࣉ

 UPSࠊࢺࢫࢩ࢔࣐ࢬ

 ࣮࢕ࢸࣜ࢕ࢸ࣮ࣘ

電力 

EleĐtriĐ Poǁer 
ϭϬϬV 最大ϱϬA ϱϬ/ϲϬ Hz 

;原料および反応࢞ࣘࡢࢫニッࢺ数࡟よࡿͿ  

 ࢫ࢞࢔ࣜࣕ࢟

Carrier Gas 
Ϭ.ϭ～Ϭ.Ϯ MPa 

圧縮空気 

Coŵpressed Air  
Ϭ.ϲ ～Ϭ.8 MPa 

࣏ンࣉ排気口 

Puŵp Eǆhaust Port 
-ϲϬ Pa以上 

連絡先:info@technofine.jp 

株式会社ࣀࢡࢸフ࢓イン 

〒982-0243 宮城県仙ྎ市太白区秋保町長袋字門前21 

TEL:022-399-2360  FAX:022-399-2380  www.technofine.jp       2017 03 330 

* 本資料ࡢ内容ࠊࡣ製品ࡢ改良࡟伴いࠊ予告࡞く変更࡜ࡇࡿࡍがあࠋࡍࡲࡾ

予ࡈࡵ確認ࡢ上ࡈ発注くࡉࡔいࠋ 

* 本装置ࡣ日本国内࡛ࡢ使用ࢆ想定し࡚おࠋࡍࡲࡾ日本国外࡛使用ࡿࢀࡉ場

合ࠊࡣ࡟事前࡟必ࡎお問い合わࡏくࡉࡔいࠋ 

 

コンࢺロ࣮࣒ࣝࢸࢫࢩ 

ソ࢔࢙࢘ࢺࣇ 

Sotǁare 

コンࢺロ࣮ࣝソ࢔࢙࢘ࢺࣇ 

(WiŶdoǁs用) 

簡易コンࢺロ࣮ࣝソ࢔࢙࢘ࢺࣇ 

通信方式 

CoŵŵuŶiĐaioŶ 
ŵethod  

EtherŶet ࠊRS-ϰ8ϱ ;Ϯ線式Ϳ 

制御対象 

CoŶtrolled sǇsteŵ 

原料容器温度ࣈࣝࣂࠊ温度ࠊ配管温度ࠊ成膜温

度ࣈࣝࣂࠊ開閉࣐ࢬࣛࣉࠊࢪ࣮ࣃࠊおよびTMP
排気タ࣑࢖ング 

* 簡易コンࢺロ࣮ࣝソࡣ࡛࢔࢙࢘ࢺࣇ一部ࡢ機能がࡈ利用いࡔࡓけࠋࢇࡏࡲ 

* 原料ࣘニッ࣭ࢺ反応࢞ࣘࢫニッ࡜ࢺ簡易コンࢺロ࣮ࣝソࡢ࢔࢙࢘ࢺࣇ組ࡳ

合わࡈࡢ࡛ࡏ提供ࡶ可能࡛ࠊ࡛ࡢࡍ弊社࡛ࡲお問い合わࡏくࡉࡔいࠋ 
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Al2O3ࡢXPS解析結果 

ȷ昇華原料ƴ対応した研究開発用ALDシステム 

ȷ金属酸҄物Ŵ貴金属Ŵ複合金属膜Ʒ成膜ƴ対応 

ȷ高アスȚǯト比Ʒ三次元構造ƴ対して均一Ƴ成膜 



瞬間࡜ࢪム(定常パ࣮ࢸࢫࢩࢪルパ࣮࢔ࣗࢹ࣭

パ࣮ࡼ࡟(ࢪっ࡚、残留ࡋやࡍい昇華原料ࢆ効

率的࡟配管内ࡽ࠿排出ࡋまࡍ． 

࣭石英࢞ラࢫ製ࡢ原料容器ࢆ採用࡚ࡋいࡢࡿ

࡛、原料ࡢ残量や状態ࢆ直接目視࡛確認ࡿࡍこ

 .ࡍまࡁ࡛ࡀ࡜

࣭原料容器ࡽ࠿排気経路ま࡛ࡍべ࡚ࡢ配管ࡢ温

度ࢆ細ࡃ࠿コンࢺロ࣮ルࡿࡍこ࡛࡜、管壁࡟原

料ࡀ堆積ࡿࡍこࢆ࡜防ࡂまࡍ. 

࣭様々࡞原料や反応࢞ࡢࢫᅽ力࡟応࡚ࡌ、最適

まࡁ࡛ࡀ࡜こࡿࡍ選択ࢆࢺ供給ࣘニッࢫ࢞࡞

 .ࡍ

࣭原料ࣘニッࡼ࠾ࢺび࢞ࢫ供給ࣘニッࡣࢺ必要

もྍ࡜こࡍ外ࡾも、取࡜こࡿࡍ追加࡚ࡌ応࡟

能࡛ࡍ. 

࣭制御プロࢢラムࣘࡀニッࢺや࢜プࣙࢩンࡢ装

着状況ࢆ自動的࡟認識࡛ࡢࡿࡍ、拡張後もプ

ロࢢラムࢆ変更ࡿࡍ必要ࡣあࡾませࢇ. 

Deep treŶĐh 
ャロップ構造上࢟ࢫ

もコンフ࢛࣮マル࡟

 能ྍࡀ成膜࡞

Si 

ϭ μŵ 
Pt 

࢞ラࢫ製原料ボࢺル 

 ムࢸࢫࢩࢪルパ࣮࢔ࣗࢹ

定常パージ (Steady purge) 
原料曝露中も少量のパージを流し続け、配管内での逆拡散を防止します． 

瞬間パージ (Flush purge) 
原料曝露中に大容量のパージを流し、配管内に残留した原料を速やかに排出します． ６インチỸỹハ対応成膜室 

ローἛロック室 

成膜室 

詳細Ệ設定可能ễユニッἚ設定画面 

パ࣮ࣙࢩ࣮ࢸンࢆ備えた直管形反応室 
パ࣮ࣙࢩ࣮ࢸン構造ࡼ࡟っ࡚直管形反応室内ࡢ流ࢆࢀコンࢺロ࣮ルࡋ、パ࣮

 ．ࡍまࡋ実現ࢆ成膜࡞確実࡛࡜こࡿࡍ調整ࢆ滞ᅾ時間ࡢン前後ࣙࢩ࣮ࢸ

均一࡞成膜 (Al2O3, 2インチ) 


